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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體組裝，包括：
一第一半導體晶圓；

一記憶體堆疊，接合到該第一半導體晶圓；以及

一第二半導體晶圓，接合到該記憶體堆疊，其中該第二半導體晶圓包括一散熱體結構，

其中該散熱體結構被配置為通過該半導體組裝內的一第一導熱路徑及一第二導熱路徑，

以消散由該第一半導體晶圓及該記憶體堆疊所產生的熱量；

其中該第一半導體晶圓包括一第一半導體晶粒，其中該第一半導體晶粒被配置作為一記

憶體控制器積體電路；

其中該記憶體堆疊包括垂直堆疊的複數個記憶體晶粒；

其中該第一半導體晶粒及該複數個記憶體晶粒的每一者包括一主動區域及複數個邊緣區

域，其中該複數個邊緣區域圍繞該主動區域並且未電性連接到該主動區域；

其中位於該第一半導體晶粒及該複數個記憶體晶粒的每一者內的該複數個邊緣區域的每

一者包括一第一矽通孔及一第二矽通孔，並且一第一導熱路徑及一第二導熱路徑分別沿

著位於該第一半導體晶粒及該複數個記憶體晶粒的每一者內的該複數個邊緣區域的每一

者的該第一矽通孔及該第二矽通孔而建立；且該第一矽通孔及該第二矽通孔分別構成一

第一密封環及一第二密封環；

其中該散熱體結構包括一矽基板及複數個第三矽通孔，其中該複數個第三矽通孔形成在

該矽基板上並且從該矽基板的一頂表面突出，其中該複數個第三矽通孔及該矽基板的該

頂表面被一碳膜所覆蓋，且該複數個第三矽通孔的每一者的一第一寬度大於該第一矽通

孔的一第二寬度及該第二矽通孔的一第三寬度。

2.　如請求項 1所述之半導體組裝，其中：
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位於該複數個邊緣區域的每一者中的該第一矽通孔較靠近位於該第一半導體晶粒及該複

數個記憶體晶粒的每一者內的該主動區域。

3.　如請求項 1所述之半導體組裝，其中該複數個第三矽通孔的每一者被一第一阻擋層所圍
繞。

4.　如請求項 3所述之半導體組裝，其中該複數個第一矽通孔及該複數個第二矽通孔的每一
者均被相對應的一第二阻擋層及相對應的一襯墊層所圍繞。

5.　如請求項 1所述之半導體組裝，其中一金屬層形成在該矽基板的一底表面上，並且與該
複數個第三矽通孔的每一者相交。

6.　如請求項 5所述之半導體組裝，其中該複數個第三矽通孔的每一者與該金屬層之間的一
接觸區域是圓形、長方形或六角形。

7.　如請求項 5所述之半導體組裝，其中該記憶體堆疊藉由一模製材料所封裝。
8.　如請求項 7所述之半導體組裝，其中該半導體組裝及一積體電路設置在一印刷電路板
上，以形成一半導體封裝結構。

圖式簡單說明

參閱實施方式與申請專利範圍合併考量圖式時，可得以更全面了解本申請案之揭示內

容，其中在所有圖式中，相同的元件符號代表相似的元件，並且：

圖 1A及圖 1B是上視圖，例示本揭露一些實施例的不同晶圓。
圖 2A到圖 2E是剖視圖，例示本揭露一些實施例的在半導體晶粒的製造過程中的各個階段。
圖 2F是上視圖，例示沿著圖 2D中的剖線 2F-2F所截取的半導體結構 20D。
圖 3A到圖 3E是剖視圖，例示本揭露一些實施例的在形成 3D堆疊積體電路封裝的不同階段
中的半導體結構。

圖 4A到圖 4D是剖視圖，例示本揭露一些實施例的在散熱體結構的製造過程中的各個階段。
圖 4E至圖 4G是下視圖，例示在圖 4D中的半導體結構 40D。
圖 5A到圖 5F是剖視圖，例示本揭露一些實施例的在形成半導體結構中的各個階段。
圖 5G是上視圖，例示沿著圖 5E中的剖線 5G-5G所截取的半導體結構 50E。
圖 6是剖視圖，例示本揭露一些實施例的半導體封裝。
圖 7是流程圖，例示本揭露一實施例的半導體組裝的製造方法。
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